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【ＦＩ】
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   Ｂ３２Ｂ   7/02    １０３　
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   Ｇ０２Ｂ   5/26    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月18日(2008.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　（１．１）異なる屈折率または吸収係数を有する材料の交互層及び（
１．２）保護キャップ層系から作られた、遠紫外線波長範囲のための多層反射系であって
、該保護キャップ層系は、ルテニウムでカバーされた炭素、ルテニウムでカバーされたシ
リコンカーバイド、ルテニウムでカバーされた炭化モリブデン、ルテニウムでカバーされ
た酸化アルミニウム、ルテニウムでカバーされた窒化チタン、またはルテニウムでカバー
された二酸化チタンからなることを特徴とする反射多層系。
　　【請求項２】　請求項１記載の遠紫外線波長範囲のための多層反射系を製造するため
の方法であって、該保護層系は多層系の最外層に直接適用され、その一部またはすべての
該保護層系の層がその製造の間イオンビームサポートを用いて作成されることを特徴とす
る製造方法。
　　【請求項３】　１種類以上の不活性気体がイオンビームのために用いられることを特
徴とする請求項２記載の製造方法。
　　【請求項４】　Ａｒ、Ｋｒ、酸素、炭素または窒素を含むイオンビームが用いられる
ことを特徴とする請求項２記載の製造方法。
　　【請求項５】　保護層系がイオンビームサポートにより堆積した少なくとも１層の炭
素層からなることを特徴とする請求項２から４のいずれか１項記載の製造方法。
　　【請求項６】　堆積の後、保護炭素層が、少なくともＥＵＶ放射、電子ビーム、また
は高温に暴露されることを特徴とする請求項５記載の製造方法。
　　【請求項７】　暴露が酸素を含む気体の環境の中でなされることを特徴とする請求項
６記載の製造方法。
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　　【請求項８】　保護キャップ層材料が原子厚さで堆積し、次いで、金属が、低エネル
ギー酸素もしくは窒素もしくは炭素イオンを適用することにより酸化物もしくは窒化物も
しくは炭化物の状態に変換されることを特徴とする請求項２から７のいずれか１項記載の
製造方法。
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